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Тема дисертації:
1. Фотоелектричні явища в кремнієвих планарних n+-p-p+ - структурах та фізико-технічні аспекти
виготовлення фотодіодів на їх основі

2. Photoelectric phenomena in silicon planar n+-p-p+- structures and physical and technical aspects of
manufacturing photodiodes based on them.

Реферат:
1. Дисертація присвячена комплексному дослідженню фотоелектричних властивостей кремнієвих
планарних n+-p-p+ - структур та розробці рекомендацій по вдосконаленню p-i-n фотодіодів на основі
встановлених нових фізичних явищ та закономірностей. В дисертації досліджено вплив електрофізичних
характеристик кремнію та концентрації домішок в легованих шарах на фотоелектричні параметри
фотоприймачів. На основі визначених фізичних причин дефектоутворень на поверхні та в об’ємі структур,
запропоновано ряд нових методів зниження густини кристалографічних дефектів. У дисертаційній роботі
представлено нові підходи до проектування на виготовлення p-i-n фотодіодів на основі встановлених
закономірностей щодо фотоелектричних властивостей кремнієвих планарних n+-p-p+ - структур, які



характеризуються науковою новизною. Розроблено інноваційні структури p-i-n фотодіодів із підвищеним
опором ізоляції активних елементів, фоточутливістю та детективністю при мінімальних значеннях темнових
струмів. Актуальність роботи полягає в широкому застосуванні досліджуваних структур та фотоприймачів на
їх основі у сучасних технологіях, де важлива висока чутливість, швидкість відгуку та ефективність
перетворення світлових сигналів в електричні.

2. The dissertation is devoted to a comprehensive study of the photoelectric properties of silicon planar n⁺–p–p⁺
structures and to the development of recommendations for improving p–i–n photodiodes based on newly
established physical phenomena and regularities. The work investigates the influence of the electrophysical
parameters of silicon and the dopant concentration in the n⁺ and p⁺ layers on the photoelectric characteristics of
photodetectors. Based on the identified physical causes of defect formation on the surface and within the bulk of
the structures, a number of new methods have been proposed to reduce the density of crystallographic defects.
The dissertation presents novel approaches to the design and fabrication of p–i–n photodiodes, derived from the
established relationships between the photoelectric properties of silicon planar n⁺–p–p⁺ structures, which
constitute the scientific novelty of the work. Innovative p–i–n photodiode structures with increased isolation
resistance of active elements, enhanced photosensitivity and detectivity, and minimal dark current levels have
been developed. The relevance of the research lies in the wide application potential of the studied structures and
photodetectors based on them in modern technologies that require high sensitivity, fast response, and efficient
conversion of optical signals into electrical ones.
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Код за ЄДРПОУ: 02070921

Місцезнаходження: проспект Берестейський, Київ, 03056, Україна

Форма власності:
Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується



Власне Прізвище Ім'я По-батькові:
1. Євтух Анатолій Анатолійович

2. Anatoliy A. Evtukh

Кваліфікація: д. ф.-м. н., професор, 01.04.10

Ідентифікатор ORCHID ID: 0000-0003-3527-9585

Додаткова інформація:
Повне найменування юридичної особи: Інститут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова
Національної академії наук України

Код за ЄДРПОУ: 05416952

Місцезнаходження: проспект Науки, Київ, 03028, Україна

Форма власності:
Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти
Власне Прізвище Ім'я По-батькові:
1. Шпатар Петро Михайлович

2. Petro M. Shpatar

Кваліфікація: к. т. н., доц., 05.27.01

Ідентифікатор ORCHID ID: 0000-0003-4088-1458

Додаткова інформація:
Повне найменування юридичної особи: Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича

Код за ЄДРПОУ: 02071240

Місцезнаходження: вул. Коцюбинського, Чернівці, 58012, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:
1. Орлецький Іван Григорович

2. Ivan Orletskiy

Кваліфікація: к. ф.-м. н., доц., 01.04.10

Ідентифікатор ORCHID ID: 0000-0001-5202-8353

Додаткова інформація:
Повне найменування юридичної особи: Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича



Код за ЄДРПОУ: 02071240

Місцезнаходження: вул. Коцюбинського, Чернівці, 58012, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

VIII. Заключні відомості
Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради

 
Склярчук Валерій Михайлович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові
головуючого на засіданні

 
Склярчук Валерій Михайлович

Відповідальний за підготовку
облікових документів

 
Кукурудзяк Микола Степанович 

Реєстратор   Юрченко Тетяна Анатоліївна

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності

Юрченко Тетяна Анатоліївна


